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OEM: Texas Instruments Transistor 2N3823

Datasheet

N-Kanal-Silizium-Epitaxial-Planar-Felde ffekt-Transistor

Symmetrischer Aufbau

Fir Anwendung in VHF-Verstérkern und Mischstufen
Kleines Rauschen: < 2,5 dB bei 100 MHz

Kleines Cizs: < 2 pF

GroBes Yeois/Cus-Verhéltnis

Geringe Kreuzmodulation

Mechanische Daten*®

2N3823
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TO-72 Abmessungen wie TO-18, aber mit 4 AnschluBdrihten

Absolute Grenzwerte®

Drain-Gate-Spannung

Drain-Source-Spannung

Gate-Source-Sperrspannung

Gate-FluBstrom

Dauerverlustleistung bei (oder unter) 25 °C Umgebungstemperatur (Bem. 1)
Lagerungstemperatur

Drahttemperatur im Abstand von 1,6 mm vom Gehduse fir 10 s

Bemerkung:
1. Lineare Reduzierung auf 175 °C mit 2 mW/"C.

* JEDEC registriert.

30 V
+30 V

—30V

10 mA

300 mW

—65 °C bis +200°C
300 °C
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OEM: Texas Instruments

Transistor 2N3823

Datasheet

Elektrische Kennwerte®* bei Ty = 25 °C (wenn nicht anders angegeben)

Parameter Prifbedingungen®® min max  Einh,
Uierjcss Gate-Source-Sperrspannung lg = —1pA;, Upsg=20 =30 v
lgas Gate-Reststrom Ugg = <20V, Upg =0 =05 nA
Ugs = —20V, Ups =0, Tu=150°C 0,5 A
Inss Drainstrom Ups =15V, Ugs=0 (Bem. 2) 4 20 m&
Ugs Gate-Source-Spannung Ups =15V, Ip= 400 w4 -1 =75 V¥
Ugsioty Pinch-Off-Spannung Ups =15V, Ip=05nA —8 v
|y21sl Vorwirtssteilheit Upg = 15V, Ugg=0, f=1kHz 3500 6500 uS
(Bem. 2)
|vz2s| Ausgangsleitwert Ups =15V, Uga=0, f=1kHz 35 us
{Bem, 2)
Ciis KurzschluB-Eingangskapazitat Ups =15V, Ugs=0 f=1MHz G pF
—Cy13g KurzschluB-Riickwirkungs-Kapazitéat Ups =15V, Ugg=0, f=1MHz 2 pF
[vausl Vorwirissteilheit Ups =15V, Ugs=10, = 200MHz 3200 u3
9118 Realteil des Eingangsleitwertes Ups=15Y¥, Ugs=0, f=200MHz B0 w3
gais Realteil des Ausgangsleitwertes Upg =15V, Ugs=0, f= 200MHz 200 s
Betriebsdaten® bel Ty = 25 °C
Parameter Prifbedingungen®**® max  Einh,
F Rauschiaktor Ups = 15V, Ugs =0, f = 100 MHz, Rg = 1 kR 25 dB
Bemerkung:

2. Impulsm@Big gemessen: ty = 300 us, Tastverhélinis =< 2%,

* JEDEC registriert.

** Der vierte AnschluB (Gehause) ist fir alle Messungen mit Source zu verbinden.
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OEM: Texas Instruments Transistor 2N3823 Datasheet

Typische Kennlinian**

Gate-Reststrom in Abhingighkeht Kleginsignal-Vorwirtsstallheit In
von der Umgebungstemperatur Abhiangigkeit vom Drainstrom
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Eingangs- und Rickwirkungskapazitét in
Abhéngigkeit von der Gate-Source-Spannung
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Bemerkung:
2. ImpulsmaBig gemessen: tp = 100 ms, Tastverhdltnis < 10%.

** Der vierte AnschluB (Gehause) ist fir alle Messungen mit Source verbunden,.
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OEM: Texas Instruments Transistor 2N3823 Datasheet

Typische Kennlinien®®

Kleinsignal-Vorwartssteilheit in Abhingigkeit von der Gate-Source-Spannung
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Ugg — Gate - Source-Spannung—V

Bemerkung:
2, ImpulsmaBig gemessen: tp = 100 ms, Tastverhilinis = 10%

*% Der vierte AnschluB (Gehause) ist fir alle Messungen mit Source verbunden,
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OEM: Texas Instruments Transistor 2N3823 Datasheet

Typische Kennlinien®**

Kleinsignal-Eingangsleitwert in Kleinsignal-Ausgangsleitwert in
Abhfingigkeit von der Fraguenz Abhéngigkeit von der Freguenz
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** Der vierte Anschlul (Gehduse) ist fir alle Messungen mit Source verbunden.
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OEM: Texas Instruments

Transistor 2N3823 Datasheet

Typische Kennlinien®*

Rauschiaktor in Abh&nglgkeit
von der Frequeanz

Aquivalente Eingangs-Rauschspannung
In Abhéingigkeit van der Frequenz
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*#* Der vierte Anschlul (Gehause) ist fur alle Messungen mit Source verbunden,
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